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高保磁力，低キュリ一点を有する非品質TbFe Iと第三元素として Co .及び~Cr を添加することによ
り，磁気光学効果(力一効果)の改善を試みた。
非品質τ'b Fe 膜への Co 添加によりキュリ一点、は，直線的に上昇する。そしてそのキュリ一点は，Th
の組成比にあまり依存せず Fe と Co の組成比により決定される。この結果より， Tb Fe Co 膜のキュ
リ一点を Co 添加量lとより約 100 r以上の任意の温度に決められる事を示した。
非品質 Tb Fe 膜 iと適度の Co を添加する事により，膜の選移金属磁気モーメントが増大し，それに
伴ない力一回転角は大きく上昇する事を示した。
力一回転角の温度特性は Fe 70 Co 30 の付近の組成で最も急峻であり，力一回転角への寄与が最も大
きい事を示した。
Tb Fe 膜への Co 添加量の増加に伴ない力一回転角のスペクトルが変化する事，また力一回転角の波
長特性は希土類 Co 合金系と希土類-Fe 合金系において明らかな違いがある事を示した。
スパッタ法により作製される Tb Fe Co 膜への基板バイアス電圧は Tb Fe Co 膜中の Fe の状態を
より結晶質の状態に近づけ，その結果同一組成比において，より高い基板バイアス電圧で作製された膜の
力一回転角は，より大きな値を持つ事を示した。









非品質Gd Co 膜は面内磁化膜であるパ マロイとの二層膜構造により補償温度が低温側に移動し，
その結果補償温度を境にし保磁力が大きく変化する事を示した。
面内磁化膜であるパーマロイ膜とのこ層膜化 lとより非品質 Gd Co 膜や磁性ガーネット膜に見られる
ストライプ状磁区の方向制御がより低い面内磁界で行える事を示した。
磁性ガーネット膜と非品質 Gd Co 膜との二層膜においてガーネット膜の磁区パターンは非品質Gd
Co 膜の磁区パターンに強く影響される事，またガーネット膜のストライフo磁区l幅やノt、ブール径は下地層




いる。光磁気特性の向上は光磁気メモリにおける最近の重点研究であるが，乙、では Tb Fe ，乙第 3 元
素として Co および Cr を添加した場合についてのべられている。 Tb 16_.._, 21at %では適当な Co 添加
により飽和磁化は大きく変化し，力一回解角 Ok が 2 倍以上にも増大すること，また Tb 21at %では補
償組成が 2 つ見出されたこと，キューリ温度および保磁力が Co 添加量に比例することなどが明らかに
されている。次i乙二層膜としては組成(従って磁化特性)の異る Gd Co 二層膜について解析を行い，
モデノレからえられたヒステリシスループが，実験と良く一致していることおよびこれが従来から問題と
されていた異常ノレ プの解明に役立つことをのべている。さらに非品質膜にパーマロイやガーネット磁
性膜を重ねたものについても調べているo
以上，本論文は磁気工学に大きく貢献しており，博士論文として価値あるものと認める。
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